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Мікро-, нано- та оптоелектроніка, ІЧ- та ТГц-техніка, сенсорика, переживають 
стрімкий технологічний ріст і зростання попиту у найрізноманітніших галузях, від 
індустрії розваг до безпеки і оборони. Значний запит на впровадження різноманітних 
сенсорних систем, датчиків, мікроконтролерів, мікроелектромеханічних систем 
(MEMS) в різні сфери побуту, промисловості та безпеки, зумовлює постійну потребу у 
вдосконаленні існуючих і розробці нових матеріалів, для зменшення вартості і 
покращенні їх характеристик. Зокрема, цілий ряд технологій, які розвивалися 
протягом десятиліть, вже досягли чи досягнуть в найближчі роки своєї межі. Тому, 
актуальним є пошук нових матеріалів з кращими фізичними властивостями і нових 
технологічних рішень щодо їх використання. Зокрема, застосування традиційних 
фотошаблонів не є достатньо гнучким методом створення приладових структур на 
етапі їх розробки і дослідження, оскільки для внесення навіть незначних змін в 
архітектуру приладу необхідно виготовити повністю новий набір шаблонів. Саме 
тому, популярності в секторі досліджень набирає безмаскова проекційна і скануюча 
лазерна фотолітографія, а також зондова нанолітографія, як методи структурування 
матеріалів та модифікації їх фізичних властивостей, від яких очікується якісний 
поступ для цілої галузі. В контексті вітчизняної науки і технології, ще одна стратегічна 
перевага таких видів літографії та не обхідність їх розвитку, пов’язана з відсутністю 
можливості виготовлення традиційних фотошаблонів для оптичної літографії.  

На розв’язання цієї проблеми спрямований, зокрема, інституційний грант 
Національного фонду досліджень України (2024-2026 рр) “Створення Державної 
ключової лабораторії  «Центр критичних оптоелектронних мікро-/ нано-технологій та 
експертиз»”, який виконується на базі Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. 
Лашкарьова НАН України і передбачає створення лабораторії безмаскової літографії. 
Поряд із розбудовою дослідницької інфраструктури, досліджуються можливості 
створення мікроструктур та керованої модифікації властивостями різних матеріалів 
за допомогою програмованих лазерних маркерів з різною довжиною хвилі 
випромінювання та режимом роботи (неперервним або імпульсним). Вивчається 
широке коло перспективних матеріалів – напівпровідникові сполуки з 
фотоіндукованими фазовими переходами (VO2) та кристалізацією (GeSn), тонкі 
плівки металів (Au, Ni, Al) та квантових матеріалів (квантові точки, графен).  

З метою інформування наукової спільноти України та світу про результати 
досліджень у проекті, а також популяризації даного науково-технологічного напряму 
серед вчених України і залучення їх до співпраці на базі створюваної дослідницької 
інфраструктури, в рамках профільної напівпровідникової конференції України 
(УНКФН), співорганізатором якої є ІФН імені В.Є. Лашкарьова НАН України, було 
проведено тематичну сесію, до якої було зібрано доповіді за тематикою безмаскової 
літографії, зокрема прямого лазерного запису та нанозондової літографії. Серед 
авторів доповідей є виконавці згаданого проекту (О. Назаров, А. Корчовий, С. 
Кухтарук), інші вчені з України, а також науковці з Бельгії (Denis Flandre) та Словачини 
(V. Komanicky). У даному збірнику всі тези наведені в їх авторській редакції. 

З усіма матеріалами конференції УНКФН-10, а також детальною 
інформацією про проект можна ознайомитися на офіційному сайті ІФН 
імені Лашкарьова НАН України (www.isp.kiev.ua). 

 
В.о. заст. дир. з наукової роботи  
ІФН імені В.Є. Лашкарьова НАНУ   Володимир Джаган  

http://www.isp.kiev.ua/
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Інформація про проект  

Національного фонду досліджень України на 2024-2026 рр 

“Створення Державної ключової лабораторії  

«Центр критичних оптоелектронних мікро-/нано-технологій та експертиз»” 

Назва конкурсу:    Дослідницькі інфраструктури для проведення 

передових наукових досліджень. Бюджет: 30 млн. грн. 

Грантоотримувач:  Інститут фізики напівпровідників  

імені В.Є. Лашкарьова НАН України 

Автори проекту:  

Володимир Джаган 

(керівник) 

Олексій 

Назаров 

Андрій 

Васін 

Сергій 

Кухтарук 

    
Консультативна рада проєкту: 

Prof. Dietrich R.T. Zahn – зав. каф. фізики 

напівпровідників TU Chemnitz, Germany, заст. дир. з 

наукової роботи міжуніверситетського наукового центру 

Матеріалів, Архітектур та Інтеграції Наномембран 

(MAIN, Chemnitz). 

Prof. Svetlana Vitusevich – керівник відділу біоелектроніки 

Forschungszentrum Jülich GmbH, Germany. 

Prof. Jean Pierre Raskin – керівник лабораторії 

сенсорів, мікросистем та актуаторів, Louvain School of 

Engineering, Université catholique de Louvain, 

Belgium. 

Prof. Max Lemme – очолює кафедру електронних пристроїв 

Aachen university, Germany. 

Prof. Wojciech Knap – керівник Центру CENTERA (Center 

for Terahertz Research and Applications), Poland.  

Prof. Andriy Romanyuk – керівник відділу R&D 

компанії Glas Trösch AG, та професор фізики Базельського 

університету, Basel, Switzerland.  
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005419344
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005419344
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36440044700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36440044700
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https://www.fz-juelich.de/profile/vitusevich_s
https://sites.uclouvain.be/RF-SOI-group/team/jeanpierreraskin/
https://www.eld.rwth-aachen.de/go/id/psih/lidx/1/gguid/0xDE57ED2D8A0B9246AB610A301B6F1EF9
https://centera.eu/zespol_pracownicy/wojciech-knap-2/
https://physik.unibas.ch/en/persons/andriy-romanyuk/
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Мета проекту: поєднати експертизу  колективу виконавців з різних 

галузей фізики та технології напівпровідникових мікро- та  

наноструктур наявну у виконавців матеріально-технічну базу з 

виготовлення та всебічної характеризації мікро- та наноструктур 

можливості нового технологічного обладнання що планується до 

придбання в рамках проекту в науково-освітній центр 

напівпровідникових мікро-/ нано-технологій та експертиз 

 

Обладнання задіяних у проекті відділів Інституту та Центру 

колективного користування: 

• Синтез тонких плівок 

• Зондова нанолітографія та характеризація поверхні 

• Мікронна безмаскова лазерна 

літографія 

• Оптична спектроскопія та 

мікроскопія 

• Структурний та елементний аналіз 

• Електрична характеризація 

 

Планується придбання та 

опанування обладнання для 

субмікронної безмаскової 

лазерної літографії, яка є 

оптимальним варіантом для 

виготовлення елементів 

мікроелектроніки на етапі 

дослідження і розробки 

новітніх матеріалів та 

приладових структур, а також 

навчально-освітньої роботи з підготовки молодих спеціалістів 

 

Додаткова інформація про проект та про можливості співпраці: 

На сайті Інституту та сторінці проєкту: http://isp.kiev.ua/ 

За тел. +380937352206 (Володимир Джаган)  

http://isp.kiev.ua/
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